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(57)【要約】
【課題】有機層の高精度な膜厚測定を可能とする有機Ｅ
Ｌ表示装置を提供すること。
【解決手段】表示領域ＤＰと、表示領域ＤＰの外側に設
けられている測定領域ＳＰと、表示領域ＤＰと測定領域
ＳＰとに形成されている、発光層を含んでいる有機層Ｏ
Ｌ，ＯＬ１と、表示領域ＤＰの有機層ＯＬ上に形成され
ている、上部電極として機能する導電膜ＣＤと、を備え
、導電膜ＣＤと同一材料で構成される導電膜ＣＤ１は測
定領域ＳＰの有機層を覆っていることを特徴とする有機
ＥＬ表示装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域と、
　表示領域の外側に設けられている測定領域と、
　前記表示領域と前記測定領域とに形成されている、発光層を含んでいる有機層と、
　前記表示領域の有機層上に形成されている、上部電極として機能する導電膜と、を備え
、
　前記導電膜は前記測定領域の有機層を覆っている
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置において、
　前記表示領域の有機層と導電膜とを覆い、且つ前記測定領域の有機層と導電膜とを覆っ
ていない封止膜をさらに備える
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の有機ＥＬ表示装置において、
　前記表示領域の有機層の下側と前記測定領域の有機層の下側とに反射膜が形成されてい
る
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置において、
　前記反射膜の下側に形成されている平坦化膜をさらに備える
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の有機ＥＬ表示装置において、
　前記測定領域の有機層の下側に開口を有し、かつ、前記表示領域の有機層の下側に形成
される下地膜をさらに備える
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　表示領域と表示領域の外側に設けられている測定領域とを有している基板を準備する工
程と、
　前記表示領域と前記測定領域とに、発光層を含む有機層を形成する工程と、
　前記表示領域の有機層上と前記測定領域の有機層上とに導電膜を形成する工程と、を含
む
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法において、
　前記表示領域と前記測定領域とに、前記導電膜上に配置される封止膜を形成する工程と
、
　前記測定領域の前記封止膜をエッチングする工程と、を含む
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法において、
　前記表示領域の有機層の下側と、前記測定領域とに前記有機層の下側とに配置される反
射膜を形成する工程をさらに含む、
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法において、
　前記表示領域の反射膜の下側と、前記測定領域の反射膜の下側とに配置される平坦化膜
を形成する工程をさらに含む、
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　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項６又は７に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法において、
　前記表示領域と前記測定領域とに下地膜を形成する工程と
　前記測定領域の前記下地膜に開口を形成する工程と、さらに含む
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ：electroluminescence）表示装置では、発光層
を含む有機層の膜厚が光の強度など発光性能に影響するので、膜厚は高精度で管理される
必要がある。下記特許文献１では、表示領域の外側に膜厚測定用の領域（以下において、
測定領域と称する）が設けられている。有機層は表示領域と測定領域の双方に形成され、
測定領域に形成した有機層の膜厚が測定される。膜厚の測定方法としては、測定領域に光
を照射し、その反射光を解析する方法（例えば反射分光法や分光エリプソメトリー法）が
一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－８８１２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　有機層は水分が浸入すると劣化する。そのため、多くの有機ＥＬ表示装置では、表示領
域に形成されている有機層は、水分の浸入を防止するための封止膜で覆われている。とこ
ろが、封止膜は一般的に有機層の数倍から数十倍の厚さを有しているので、測定領域の有
機層を封止膜で覆うと、封止膜が有機層の膜厚測定に影響し、高精度な膜厚測定が困難と
なる。この点、測定領域の封止膜を除去すると、有機層に水分が侵入してしまい、このこ
とが膜厚測定に影響する恐れがある。
【０００５】
　本発明の目的は、有機層の高精度な膜厚測定を可能とする有機ＥＬ表示装置を提供する
こと、および、その製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明に係る有機ＥＬ表示装置は、上記課題に鑑みて、表示領域と、表示領域の
外側に設けられている測定領域と、前記表示領域と前記測定領域とに形成されている、発
光層を含んでいる有機層と、前記表示領域の有機層上に形成されている、上部電極として
機能する導電膜と、を備え、前記導電膜は前記測定領域の有機層を覆っていることを特徴
とする。
【０００７】
　（２）また、本発明に係る有機ＥＬ表示装置の一態様では、（１）において、前記表示
領域の有機層と導電膜とを覆い、且つ前記測定領域の有機層と導電膜とを覆っていない封
止膜をさらに備えることを特徴としてもよい。
【０００８】
　（３）また、本発明に係る有機ＥＬ表示装置の一態様では、（１）乃至（２）のいずれ
かにおいて、前記表示領域の有機層の下側と前記測定領域の有機層の下側とに反射膜が形
成されていることを特徴としてもよい。
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【０００９】
　（４）また、本発明に係る有機ＥＬ表示装置の一態様では、（３）において、前記反射
膜の下側に形成されている平坦化膜をさらに備えることを特徴としてもよい。
【００１０】
　（５）また、本発明に係る有機ＥＬ表示装置の一態様では、（１）乃至（２）のいずれ
かにおいて、前記測定領域の有機層の下側に開口を有し、かつ、前記表示領域の有機層の
下側に形成される下地膜をさらに備えることを特徴としてもよい。
【００１１】
　（６）本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、上記課題に鑑みて、表示領域と表
示領域の外側に設けられている測定領域とを有している基板を準備する工程と、前記表示
領域と前記測定領域とに、発光層を含む有機層を形成する工程と、前記表示領域の有機層
上と前記測定領域の有機層上とに導電膜を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　（７）また、本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法の一態様では、（６）において
、前記表示領域と前記測定領域とに、前記導電膜上に配置される封止膜を形成する工程と
、前記測定領域の前記封止膜をエッチングする工程と、を含むことを特徴としてもよい。
【００１３】
　（８）本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法の一態様では、（６）乃至（７）のい
ずれかにおいて、前記表示領域の有機層の下側と、前記測定領域とに前記有機層の下側と
に配置される反射膜を形成する工程をさらに含む、ことを特徴としてもよい。
【００１４】
　（９）また、本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法の一態様では、（８）において
、前記表示領域の反射膜の下側と、前記測定領域の反射膜の下側とに配置される平坦化膜
を形成する工程をさらに含む、ことを特徴としてもよい。
【００１５】
　（１０）また、本発明に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法の一態様では、（６）乃至（
７）のいずれかにおいて、前記表示領域と前記測定領域とに下地膜を形成する工程と、前
記測定領域の前記下地膜に開口を形成する工程と、さらに含むことを特徴としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態にかかる有機ＥＬ表示装置の断面概略図を示す図である。
【図２】第１の実施形態における有機ＥＬ表示装置の測定領域の平面的配置を説明するた
めの図である。
【図３】第１の実施形態における有機ＥＬ表示装置の製造工程を説明するためのフローで
ある。
【図４】第２の実施形態における有機ＥＬ表示装置の測定領域の概略的断面図を示す図で
ある。
【図５】第２の実施形態における有機ＥＬ表示装置の製造工程を説明するためのフローで
ある。
【図６】第２の実施形態の変形例における有機ＥＬ表示装置の測定領域の概略的断面図を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の各実施形態に係る有機ＥＬ表示装置について、図面を参照しながら説明
する。
【００１８】
［第１の実施形態］
　第１の実施形態の有機ＥＬ表示装置には、表示制御の対象となる複数の画素がマトリク
ス状に配列され、各画素には有機エレクトロルミネッセンス素子が配置される。各画素の
有機エレクトロルミネッセンス素子は、発光層を備えた有機層を含んで構成される。表示
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領域には複数の画素が配置される。表示領域を囲む周辺領域には映像信号線駆動回路や走
査信号線駆動回路が配置される。画素には映像信号線駆動回路や走査信号線駆動回路から
の信号が入力され、画素が駆動されるようになっている。
【００１９】
　有機エレクトロルミネッセンス素子が形成された第１の基板は、複数の走査信号線を備
える。複数の走査信号線は互いに等間隔を置いて敷設される。また例えば、有機エレクト
ロルミネッセンス素子に電源を供給する複数の電源供給線や複数の映像信号線が、互いに
等間隔をおいて前記走査信号線に対して略垂直となる方向に敷設される。
【００２０】
　図１は、本実施形態における有機ＥＬ表示装置の概略断面図であり、表示領域ＤＰと測
定領域ＳＰの様子を説明するための図となっている。本実施形態における有機ＥＬ表示装
置は、第１の基板Ｂ１と、第１の基板Ｂ１に対向して配置される第２の基板Ｂ２と、第１
の基板Ｂ１と第２の基板Ｂ２の間にて充填される充填剤ＦＬを含んで構成される。また測
定領域ＳＰは、第２の基板Ｂ２から露出された第１の基板Ｂ１上に配置されるものとなっ
ている。以下においては、まず表示領域ＤＰの各画素の構成について説明をしたのち、測
定領域ＳＰについての説明をする。
【００２１】
　第１の基板Ｂ１上の各画素には、有機エレクトロルミネッセンス素子Ｅ１が配置され、
有機エレクトロルミネッセンス素子Ｅ１は、下部電極ＡＤと、上部電極ＣＤと、これらの
間に挟まれた有機層ＯＬとを含んで構成される。上部電極ＣＤは、有機層ＯＬを上側から
覆うように配置されて、複数の画素に共通するように形成されるカソード電極（陰極）と
して機能する。また下部電極ＡＤは、各画素において個別に構成されて配線層ＷＬに接続
されて、映像信号線に供給された信号に応じた電流を有機層ＯＬに供給するアノード電極
（陽極）となっている。
【００２２】
　有機エレクトロルミネッセンス素子Ｅ１の下側は、有機絶縁膜によって構成された平坦
化膜ＨＲによって平坦化されており、平坦化膜ＨＲは、有機エレクトロルミネッセンス素
子Ｅ１の下側に配置された配線や薄膜トランジスタによる段差を平坦化するものとなって
いる。有機層ＯＬに供給される電流は、これらの配線に入力される信号や薄膜トランジス
タによって制御されるものとなっている。本実施形態における有機層ＯＬは、下側からホ
ール輸送層、発光層、電子輸送層が積層されることによって形成され、有機層ＯＬにおけ
る発光層では、下部電極ＡＤから注入されたホールと、上部電極ＣＤから注入された電子
とが再結合することにより発光する。
【００２３】
　また本実施形態においては、上部電極ＣＤは、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ：Indium Z
inc Oxide）や酸化インジウム錫（ＩＴＯ：Indium Tin Oxide）等の金属を含んで構成さ
れる透過性を有する金属薄膜であって、下部電極ＡＤは、アルミニウム等の高い反射性を
有する金属によって構成される反射層とＩＴＯ等の透明層を含んで構成される。
【００２４】
　画像を表示する表示領域ＤＰの各画素は、図１において示されるように、有機絶縁膜に
よって構成された画素分離膜ＢＫによって区画されて、画素分離膜ＢＫは、各画素にて個
別に配置される下部電極ＡＤの外延を覆って、かつ、隣接する下部電極ＡＤを隔てるよう
に構成されている。
【００２５】
　また図１において示されるように、有機エレクトロルミネッセンス素子Ｅ１が形成され
た表示領域は、有機層ＯＬ等を水分の侵入等から保護するための封止膜ＢＲによって覆わ
れる。この封止膜ＢＲは、窒化シリコン膜（ＳｉＮｘ）または酸化シリコン膜（ＳｉＯｘ
）をＣＶＤプロセスによって第１の基板Ｂ１の全面（マザーガラス基板の全面）にて形成
した後、第２の基板Ｂ２をマスクとしてエッチングにて排除することで形成されるもので
あり、第２の基板Ｂ２の下方において積層されたものとなっている。
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【００２６】
　また本実施形態における第２の基板Ｂ２は、着色層を含んで構成されるカラーフィルタ
基板となっており、表示領域ＤＰの外延部分や各画素間には遮光層ＢＭが配置される。第
２の基板Ｂ２は、シール材ＳＥによって第１の基板Ｂ１に取り付けられる。
【００２７】
　ここで特に、測定領域ＳＰには有機層ＯＬの測定用のパターンが配置される。この測定
用パターンは、有機エレクトロルミネッセンス素子Ｅ１を製造する工程の少なくとも一部
が共通化されて同時に形成されるものとなっている。そして測定用の有機層ＯＬ１の上側
には、上部電極ＣＤと同一の導電膜ＣＤ１が配置されて有機層ＯＬ１が覆われるようにな
っている。測定領域ＳＰでは封止膜ＢＲが存在せず、高精度な膜厚測定が可能となる。こ
の導電膜ＣＤ１は、封止膜ＢＲをエッチングする際のエッチングガスに反応しない材料で
構成されて測定用の有機層ＯＬ１を保護するものとなっており、さらに、封止膜ＢＲを取
り除いた後、測定に至るまでの工程にて有機層ＯＬ１に水分が侵入するのを防止する。封
止膜ＢＲは、有機層ＯＬ１の数倍～数十倍の厚みを有しており、このような封止膜ＢＲに
比べると上部電極ＣＤが（導電膜ＣＤ１）薄いことから、有機ＥＬ表示装置製造中の有機
層ＯＬ１の劣化を抑えつつ高精度な膜厚測定が可能となる。
【００２８】
　また本実施形態における測定領域ＳＰの有機層ＯＬ１は、表示領域ＤＰの平坦化層ＨＲ
と同一の工程で形成された平坦化層ＨＲ１の上側に配置され、有機層ＯＬ１の外延部分が
、画素分離膜ＢＫと同一材料で形成された絶縁層ＢＫ１に覆われる。そして測定領域ＳＰ
の有機層ＯＬ１は、下部電極ＡＤと同一の導電層ＡＤ１を介して検査用の配線層ＷＬ１に
接続される。本実施形態における配線層ＷＬ１は、下地膜ＳＩに接して上側に形成される
。下地膜ＳＩは、第１の基板Ｂ１から出る不純物によって薄膜トランジスタの半導体が汚
染されるのを防ぐための膜であり、第１の基板Ｂ１に接して形成される。例えば、下地膜
ＳＩは窒化シリコン層を含む絶縁体で形成される膜である。
【００２９】
　検査用の配線層ＷＬ１から検査信号が供給されることにより、導電層ＡＤ１と導電膜Ｃ
Ｄ１との間に電流が生じて有機層ＯＬ１が発光し、有機層ＯＬ１（有機層ＯＬ）の発光の
適否（輝度や色度）を検査できるようになっている。なお、画素分離膜ＢＫと同一の材料
で形成された絶縁層ＢＫ１により、導電層ＡＤ１と導電膜ＣＤ１の短絡が防止される。な
お、このような配線層ＷＬ１としては必ずしも存在せずともよい。
【００３０】
　図２は、本実施形態の測定領域ＳＰの配置を示す平面図となっている。図２において、
破線内は画素が配置された表示領域ＤＰであり、表示領域ＤＰを囲んで周辺領域がある。
同図で示されるように、周辺領域のうち第１の基板Ｂ１における第２の基板Ｂ２から露出
した領域には、端子領域が配置されるとともに測定領域ＳＰが配置されるようになってい
る。測定領域ＳＰは、端子領域と同様に封止膜ＢＲが取り除かれて露出するものとなって
おり、有機層ＯＬ１が配置される一画素よりも大きい面積となっている。
【００３１】
　本実施形態では、下部電極ＡＤと同様に形成される導電層ＡＤ１には反射膜が含まれて
おり、測定領域ＳＰの検査は、反射膜の反射光を解析する反射分光法や分光エリプソメト
リー法によって行なわれる。測定領域ＳＰの有機層ＯＬ１の下側に反射膜が配置されてい
ることで、膜厚測定における平坦化膜ＨＲや下地膜ＳＩの影響が抑えられる。また上部電
極ＣＤと同様に形成されて測定領域ＳＰで露出される導電膜ＣＤ１と、導電層ＡＤ１に含
まれる反射膜により、微少共振効果が発現してその性能の評価をすることも可能となる。
【００３２】
　以下においては、図３を用いて本実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造工程について説明
をする。
【００３３】
　図３で示されるように、本実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造工程では、まず、表示領
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域ＤＰにおける薄膜トランジスタや、走査信号線等の配線の形成がなされる（Ｓ５０１）
。このＳ５０１の工程では、検査用の配線層ＷＬ１も形成されるようになっており、本実
施形態では、平坦化膜ＨＲの下面に接触する位置に配線層ＷＬ１が形成される。
【００３４】
　Ｓ５０１の後は、表示領域ＤＰおよび測定領域ＳＰにて平坦化膜ＨＲが形成される（Ｓ
５０２）。平坦化膜ＨＲは、第１の基板Ｂ１上に有機絶縁材料を塗布して、フォトリソグ
ラフィ工程およびエッチング工程により、その形状が加工される。また、平坦化膜ＨＲに
対しては、下部電極ＡＤと配線層ＷＬとが接続するためのコンタクトホール、および、導
電層ＡＤ１と検査用の配線層ＷＬ１とが接続するためのコンタクトホールが形成され（Ｓ
５０３）、その後、下部電極ＡＤと導電層ＡＤ１とが形成される（Ｓ５０４）。導電層Ａ
Ｄ１は、下部電極ＡＤと同一工程にて同一材料で形成され，反射膜のほかに、例えば、透
明導電膜が含まれて、この透明導電膜により配線層ＷＬ等と接続するようになっていても
よい。
【００３５】
　Ｓ５０５では、画素分離膜ＢＫ、及び、絶縁層ＢＫ１が形成される。本実施形態におけ
る画素分離膜ＢＫは有機絶縁膜によって形成され、フォトリソグラフィ等によりその形状
が加工される。その後、Ｓ５０６において有機層ＯＬおよび有機層ＯＬ１を構成する各層
が積層され、上部電極ＣＤおよび導電膜ＣＤ１が形成された後、封止膜ＢＲがＣＶＤによ
って積層される（Ｓ５０６～Ｓ５０８）。導電膜ＣＤ１は、上部電極ＣＤと同一工程およ
び同一材料で形成され、フォトリソグラフィ等により形状が加工されるものとなっている
。
【００３６】
　封止膜ＢＲが積層された後、マザー基板が切断されて（Ｓ５０９）、以降の処理は表示
パネル個片による処理となる。Ｓ５１０では、表示領域ＤＰを囲むようにシール材ＳＥが
ダム状に取り付けられ、第２の基板Ｂ２を貼りつける際に、その内側に充填剤ＦＬが充填
される。その後、貼り付けられた第２の基板Ｂ２をマスクとして、第２の基板Ｂ２から露
出した箇所の封止膜ＢＲがエッチングで取り除かれて（Ｓ５１１）、有機層ＯＬ１の膜厚
の検査、および、発光輝度や色度の検査工程に移る（Ｓ５１２）。導電膜ＣＤ１と導電層
ＡＤ１の間における有機層ＯＬ１の膜厚は、切断された表示パネル全個についての検査と
なる。
【００３７】
［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態にかかる有機ＥＬ表示装置について説明をする。図４は
、第２の実施形態の測定領域ＳＰにて形成された有機層ＯＬの測定用パターンの様子を示
す図である。
【００３８】
　図４で示されるように、第２の実施形態の測定用パターンは、下地膜ＳＩに開口が形成
されて、その開口の内側にて有機層ＯＬ１が積層される。また下地膜ＳＩの開口の縁部に
は、画素分離膜ＢＫと同一工程で積層される絶縁膜ＢＫ１が積層される。有機層ＯＬ１は
土手状に形成された絶縁膜ＢＫ１に乗り上げており、有機層ＯＬ１の上側には、上部電極
ＣＤと同一工程で積層される導電膜ＣＤ１が積層される。絶縁膜ＢＫ１が開口の縁部に形
成されることで、下地膜ＳＩが第１の基板Ｂ１から剥がれることを防ぐことができる。ま
た第２の実施形態の測定領域ＳＰでは、平坦化膜ＨＲと反射膜とが形成されていない。
【００３９】
　また、下地膜ＳＩが取り除かれた開口にて有機膜ＯＬ１が積層されることで、下地膜Ｓ
Ｉによる反射の悪影響が除かれて精度の高い膜厚測定を実現できる。
【００４０】
　図５は、第２の実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造工程を説明するための図である。ま
ずＳ６０１では、下地膜ＳＩ上にて表示領域ＤＰにおける薄膜トランジスタや、走査信号
線等の配線の形成がなされる（Ｓ６０１）。その後、平坦化膜ＨＲが形成されて、その平
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坦化膜ＨＲにホールが形成されて、下部電極ＣＤが形成される（Ｓ６０２～Ｓ６０３）。
第２の実施形態の測定領域ＳＰでは、平坦化膜ＨＲが除外されるようになっている。
【００４１】
　そしてＳ６０４では、フォトリソグラフィ工程およびエッチング工程により、測定領域
ＳＰにて開口が形成される。第２の実施形態では、下地膜ＳＩに開口を形成する工程が独
立した工程で設けられている。その後、Ｓ６０５では、表示領域ＤＰにて画素分離膜ＢＫ
が形成されるとともに測定領域ＳＰの開口にて絶縁層ＢＫ１が形成され、Ｓ６０６では、
表示領域ＤＰにて有機膜ＯＬが形成されるとともに測定領域ＳＰにて有機膜ＯＬ１が形成
される。Ｓ６０７では、表示領域ＤＰにて上部電極ＣＤが形成され、測定領域ＳＰにて導
電膜ＣＤ１が形成される。有機膜ＯＬ１の上側を導電膜ＣＤ１が覆うことで、測定領域Ｓ
Ｐの有機膜ＯＬ１への水分の侵入が抑えられる。
【００４２】
　Ｓ６０８以降の工程は、第１の実施形態と同様であり、封止膜ＢＲが積層された後にマ
ザー基板が切断され、充填剤ＦＬが間に介在するように第２の基板Ｂ２が貼り合わされる
（Ｓ６０８～Ｓ６１０）。そして測定領域ＳＰや端子領域を含む第２の基板Ｂ２から露出
した箇所の封止膜ＢＲがエッチング工程で排除され、測定領域ＳＰの検査工程が実施され
る（Ｓ６１１～Ｓ６１２）。
【００４３】
　図６は、第２の実施形態の変形例となる測定パターンの様子を示す図である。同図で示
されるように、この変形例の測定パターンは、絶縁膜ＢＫが存在しない点において図４の
測定パターンと相違しているが、この点以外については図４の測定パターンとほぼ同様と
なっている。
【００４４】
　なお、第２の実施形態の測定パターンにおける下地膜ＳＩの開口としては、例えば、Ｓ
６０１のＴＦＴ・配線形成工程において形成されるのであってもよいし、図５のフローと
は異なる順番において形成されてもよい。
【００４５】
　なお、上記の各実施形態における有機ＥＬ表示装置は、トップエミッション型となって
いるが、ボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置であっても本発明を適用することは可
能である。
【００４６】
　また、上部電極ＣＤ（導電膜ＣＤ１）や下部電極ＡＤ（導電膜ＡＤ１）の構成は、上記
の態様に限定されず、例えば、下部電極ＡＤにおいて透明導電膜が含まれないようにして
もよい。
【００４７】
　なお、本発明は上記のような各実施形態における画素構造に限定されず、例えば、下部
電極ＣＤの下方において補助容量を形成するための金属層や無機絶縁層が配置されてもよ
い。
【００４８】
　なお、上記の各実施形態の有機ＥＬ表示装置では、第２の基板Ｂ２がカラーフィルタ基
板となっており、各画素の有機層ＯＬが白色で発光するようになっているが、必ずしもこ
の態様には限定されず、第２の基板Ｂ２において着色層がなく、各画素においてＲＧＢ、
あるいはＲＧＢＷのそれぞれで発光が生じる態様であってもよい。
【００４９】
　なお、上記の各実施形態の有機ＥＬ表示装置では、有機層ＯＬの数倍～数十倍の厚みを
有する窒化シリコンの封止膜ＢＲが存在して各画素における有機層ＯＬを保護しているが
、本発明は、必ずしもこのような態様に限定されず、このような封止膜ＢＲが存在しなく
ても本発明は適用可能である。
【００５０】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。本発
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明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例および修正例に想到し得るもの
であり、それら変更例および修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。
また例えば、上記の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除、もしく
は設計変更を行ったもの、または、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、
本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５１】
　Ｂ１　第１の基板、Ｂ２　第２の基板、ＦＬ　充填剤、ＳＥ　シール材、ＣＤ　上部電
極、ＡＤ　下部電極、ＯＬ　有機層、ＷＬ　配線層、ＢＫ　画素分離膜、ＨＲ　平坦化層
、ＢＭ　ブラックマトリクス、ＳＩ　下地膜、ＢＲ　封止膜、ＳＰ　測定領域、ＤＰ　表
示領域。

【図１】 【図２】
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